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(57) Abstract: The inventive method is based on the
idea of releasing a mechanical connection between the
semiconductor chip and the supporting substrate dur-
ing the manufacturing of the packing. The mechan-
ical connection required for producing the electrical
contacts between the semiconductor chip and the sup-
porting substrate ensues only temporarily. As a result,
a critical interface in the packing is removed thereby
resulting in distinctly reducing the thermomechanical
stresses.

(57) Zusammenfassung: Das erfindungsgemisse
Verfahren basiert auf der Uberlegung, dass beim
Fertigstellen der Verpackung eine mechanische
Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und

O dem Trigersubstrat wieder gelost wird. Die zur Herstellung der elektrischen Kontakte zwischen dem Halbleiterchip und dem
Tréagersubstrat notwendige mechanische Verbindung erfolgt somit nur temporér. Dadurch wird in der Verpackung eine kritische
Grenzfldche entfernt was eine deutliche Reduzierung der thermomechanischen Spannungen zur Folge hat.
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